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(54) Dispozitiv de misurare a parametrilor senzorilor pe baza de oxizi

semiconductori micro- si nanostructurati

(57) Rezumat:
1

Inventia se refera la domeniul tehnicii de
masurare si poate fi utilizatd in aparate de
masurat, in care se utilizeazd senzori pe bazd
de oxizi semiconductori nanostructurati.

Dispozitivul de madsurare a parametrilor
senzorilor pe bazd de oxizi semiconductori
micro- §i nanostructurati include o sursd de
tensiune de referintd (Uyy), tensiunea careia se
aplicdi la intrarea unuia din convertorii
analogic-digitali (ADC) ai unui microcontroler
(MCU) printr-un amplificator operational, si
care este conectatd in serie cu o nanostructurd
cercetatd (Ry) si un rezistor suplimentar (Ry),
iar cdderca de tensiune de pe rezistorul
suplimentar (Ry) se aplicd la intrarea unui al
doilea convertor analogic-digital (ADC) al
microcontrolerului (MCU) prin cel de-al doilea

2

amplificator operational. lesirea

microcontrolerului (MCU) este conectatd la un
ecran pentru afisarea rezultatelor obtinute.
Revendicdri: 1
Figuri: 2
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(54) Device for measuring the parameters of sensors based on micro- and

nanostructured semiconductor oxides

(57) Abstract:
1

The invention relates to the field of
measuring equipment and can be used in
measuring devices that use nanosensors based
on nanostructured semiconductor oxides.

The device for measuring the parameters of
sensors based on micro- and nanostructured
semiconductor oxides comprises a reference
voltage source (Us), Which voltage is applied
to the input of one of the analog-to-digital
converters (ADC) of a microcontroller (MCU)
via an operational amplifier, and which is
connected in series to the investigated

2

nanostructure (Ry) and an additional resistor
(Rp), and the voltage drop across the resistor
(Ry) 1s applied to the input of a second analog-
to-digital  converter (ADC) of the
microcontroller (MCU) via the second
operational amplifier. The output of the
microcontroller (MCU) is connected to a
screen for displaying the results obtained.

Claims: 1

Fig.: 2

(54) YCTpOHCTBO 119 U3MEPEHHs MAapAMETPOB CEHCOPOB HA 0CHOBE MHUKPO- U
HAHOCTPYKTYPHBIX NOJYNIPOBOJHUKOBBIX OKCHI0B

(57) Pegepar:

1

H3o00peTenne  oTHOCHTCS K OONIacTH
H3MEPUTEIFHOH TEXHHKH M MOXKET OBITH
HCITONIF30BAaHO B M3MEPUTEIHHBIX IIPHOOpax, B
KOTOPBIX HCIIONB3YIOTCS HAHOCCHCOPH Ha
OCHOBE HaHOCTPYKTYPHBIX HOTYIIPO-
BOJTHUKOBBIX OKCHJIOB.

VYeTpolicTBO Uil U3MEpEHUs ITapaMeTpOB
CEHCOPOB Ha OCHOBE MUKDO- "
HAaHOCTPYKTYPHBIX ITOTYIIPOBOTHHKOBBIX
OKCHJIOB ~ BKIIIOYAE€T HCTOYHHK  OIIOPHOTO
HanpsokeHUsT (Ugr), HaIpsDKEHHE KOTOPOTO
[OfaeTCd Ha BXOJ OJHOTO U3 aHAIOTO-
H(POBBIX mpeodpa3oBaTeneh (ADC)
MHKPOKOHTPOILIEPa MCU) gepes
OIIEPAITHOHHBIH ~ yCHJIUTENh, W  KOTOPBIH

2

COETMHEH ITOCIEAOBATEILHO € HCCIETyeMOH
HaHOCTPYKTYpoH (R;) ® TOTOTHHTEIHHBIM
pesucropoM (Ry), a mancHne HampsKeHUS Ha
pesuctope (Rp) momaercs Ha BXOJ BTOPOrO
aHajoro-mugpoBoro npeodpazosatens (ALIT)
MHKpokoHTporiepa (MCU) uepe3 BTOpoi
OIIePAIMOHHBIN YCUIHNTEb. Beixon
MHEKpokoHTpomiepa (MCU) mogkmodeH K
9KpaHy JUIS OTOOpaKCHHS IOIYIECHHOTO
pe3yibTaTa.

I1. popmymsr: 1

Qur.: 2
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Descriere:

Inventia se referd la domeniul tehnicii de méasurare si poate fi utilizatd in aparate de
masurat, in care se utilizeaza senzori pe baza de oxizi semiconductori nanostructurati.

Este cunoscut un dispozitiv de masurare a rezistentei senzorilor bazat pe legea lui
Ohm pentru circuite ¢lectrice sau punti de masurare, care include masurarea rezistentei
active pe curent continuu cu ajutorul ohmmetrului digital, galvanometrului diferential gi
potentiometrului curentului continuu [1].

Cea mai apropiatd solutie este interfata analog-digitald de precizie pentru lucru cu
senzoril micro- §i nanorezistivi, care contin punti de masurare, iesirile diagonalei de
putere fiind conectate la sursa de tensiune, iar iesirile diagonalei de masurare fiind
conectate cu intrarile diferentiale ale amplificatoarelor instrumentale [2].

Un dezavantaj comun al acestor dispozitive este cd pentru masurarea rezistentelor cu
valori mari ale micro- §i nanostructurilor este necesar de utilizat amplificatoare
instrumentale diferentiale cu rezistentele de intrare foarte mari (US 8263002 Bl
2012.09.11; Oleg Lupan, Guangyu Chai, Lee Chow. Novel hydrogen gas sensor based
on single ZnO nanorod, Microelectronic Engineering, Volume 85, Issue 11, November
2008, p. 2220-2225; O. Lupan, V.V. Ursaki, G. Chai, L. Chow. Selective hydrogen gas
nanosensor using individual ZnO nanowire with fast response at room temperature,
Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 144, Issue 1, 29 January 2010, p. 56-66).

Problema pe care o rezolvd inventia constd in elaborarea unui dispozitiv, care ar
permite de a madsura rezistenta mare la micro- si nanostructuri folosind amplificatoare
diferentiale de uz general.

Dispozitivul, conform inventiei, inldtura dezavantajul mentionat mai sus prin aceea
cd include o sursd de tensiune de referintd (U,g), tensiunea cireia se aplicd la intrarea
unuia din convertorii analogic-digitali (ADC) ai unui microcontroler (MCU) printr-un
amplificator operational, si care este conectatd in serie cu o nanostructurd cercetatd (R,)
si un rezistor suplimentar (Ry), iar cdderea de tensiune de pe rezistorul suplimentar (Rp)
se aplicd la intrarea unui al doilea convertor analogic-digital (ADC) al
microcontrolerului (MCU) prin cel de-al doilea amplificator operational; iesirea
microcontrolerului (MCU) este conectatd la un ecran pentru afisarea rezultatelor
obtinute.

Rezultatul inventiei constd in eliminarea influentei rezistentelor de intrare ale
amplificatoarelor de instrumentatie asupra rezultatelor masurate.

Inventia se explicd prin desenele din fig. 1-2, care reprezinta:

- fig. 1, schema-bloc a dispozitivului;

- fig. 2, schema de principiu a dispozitivului.

Schema-bloc include: o sursa de tensiune de referintd Uy, care este destinatd pentru
generarea tensiunii termoindependente furnizate in circuitul de masurare, senzorul cercetat
Ry, un rezistor stabil suplimentar R, se utilizeaza pentru méasurarea curentului, care curge
prin senzorul cercetat, amplificatoare de curent continuu conduc tensiunile masurate la
nivelele necesare pentru functionarea stabild a convertoarelor analog-digitale (ADC),
convertoarele analog-digitale (ADC), de obicei integrate in microcontroler (MCU), se
utilizeazd pentru convertirea tensiunii masurate in forma digitald, ceea ce este necesar
pentru prelucrarea ulterioard a datelor de catre microcontrolerul, care prelucreaza datele
primite, calculeazd valoarea rezistentei senzorului cercetat §i o transformd in coduri
transmise la indicator, indicatorul afigeaza valoarea calculatd a rezistentei senzorului.

Schema de principiu a dispozitivului este prezentata in fig. 2. Structura cercetatd Ry,
impreund cu rezistenta calibratd in serie Ry, sunt conectate la sursa de referinta BI.
Tensiunea sursei UB1 si caderea de tensiune pe rezistenta calibratd Uy se amplifica gi se
limiteaza cu ajutorul amplificatoarelor operationale U2:A si U2:B intr-un diapazon de la
0 Vl1a5V, ceea ce este necesar pentru lucrul convertorului analogic-digital, si ajung la
intrarile ADCO si ADC1 ale microcontrolerului Ul. Valoarea rezistentei calculate a
senzorului se converteste in coduri de control pentru indicatorul cu sapte segmente.
Iesirile portului C (PCO-PC7) ale microcontrolerului Ul determind cifra afigatd, iar
iesirile PDO-PD3 ale portului D comuteaza iesirile indicatorului, care lucreazd in regim
dinamic. Elementele X1, C1, C2 intrd In componenta generatorului din cuart, Ry si C; sunt
necesare pentru resetarea microprocesorului. Butoanele de control 1 si 2 sunt folosite
pentru selectarea regimului de lucru al dispozitivului.
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Exemplu de realizare

Tensiunea de referintd Ul de pe sursa Bl se¢ aplicd la intrarea ADCO a convertorului
analogic-digital al microcontrolerului prin amplificatorul operational U2:A cu un
coeficient de amplificare K;=R,/R;=1. La intrarea ADC1 a convertorului analogic-
digital al microcontrolerului, prin amplificatorul operational U2:B cu coeficientul de
amplificare Ky=R¢/Ro=160, se aplicd caderea de tensiune U2 de pe rezistorul etalon Ry,.
In cazul analizat, tensiunea de la intrarea ADCO a microcontrolerului constituie Ul=1,2
V, iar tensiunea de la intrarea ADC1 U2=0,4 V. Dupd conversia valorilor acestor
tensiuni in format digital se realizeazd calculul valorii rezistentei madsurate a
nanostructurii conform expresiei :

R=(Ui-Uy /Ky ) - Ro - Ky /Uy
ce va constitui, in cazul de fata:

Ry=(1,2- 0,4/160)-100- 160/ 0,4 = 47,9 kQ

(56) Referinte bibliografice citate in descriere:

1. Jozunkuit B.H., Mensanuenko M. M. PaguorexHuka, DIeKTpOpaIHOU3MEpEHHS,
Dueprus, Mocksa, 1976, ¢.193-194
2.RU 2541723 C1 2015.02.20

(57) Revendicari:

Dispozitiv de masurare a parametrilor senzorilor pe baza de oxizi semiconductori
micro- §1 nanostructurati, care include o sursd de tensiune de referintd (U.,s), tensiunea
careia se aplicd la intrarea unuia din convertorii analogic-digitali (ADC) ai unui
microcontroler (MCU) printr-un amplificator operational, si care este conectatd in serie
cu o nanostructurd cercetatd (R,) si un rezistor suplimentar (Ro), iar ciderea de tensiune
de pe rezistorul suplimentar (Ro) se aplicd la intrarea unui al doilea convertor analogic-
digital (ADC) al microcontrolerului (MCU) prin cel de-al doilea amplificator
operational; iesirea microcontrolerului (MCU) este conectatd la un ecran pentru afisarea
rezultatelor obtinute.

Sef adjunct Directie Brevete: TUSTIN Viorel
Sef Sectie Examinare: LEVITCHI Svetlana
Examinator: GHITU Irina

Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala
str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chisindu, Republica Moldova



MD 1023 Z 2016.11.30

5

AN AR
§ " » FR8 % 11 Ry
3 i b %
Ured Ry o -

T j -
W o
; ADC

A
M\Y

!

Display

Fig. 1




MD 1023 Z 2016.11.30

6

RRERS oP R

ek
R
W™

S

T

R R R AR AR RIS

Y

b oo

R ﬁ R

o Rety o
) oo
2 o
o
il
P 1
3
W




AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA A REPUBLICII MOLDOV A

RAPORT DE DOCUMENTARE

1. Datele de identificare a cererii

(21) Nr. depozit: s2015 0147

(22) Data depozit: 2015.11.09
(71) Solicitant: UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI, MD

(54) Titlul: Dispozitiv de masurare a parametrilor nanosenzorilor pe bazi de oxizi
semiconductori nanostructurati

II. Clasificarea obiectului inventiei:

(51) Int.Cl: B82Y 35/00 (2011.01) GOIR 31/26 (2006.01)
GOID 5/12 (2006.01)  GOIR 31/27 (2006.01)
GOIR 31/02 (2006.01)

III. Colectii si Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuatii de
cautare reprezentative)

MD - Intern « Documentare Inventii » (inclusiv cereri nepublicate; trunchiere automata
stanga/dreapta): GO1D, B82Y, GO1R, dispozitiv AND masurare, masurare AND parametr, mdsurare
AND rezisten

SU, EA, CIS (Eapatis): (GO1D005*\IC), (B82Y035*\IC), (GO1R031*\IC), (GO1DO0S\IC) AND
(compotusne*\AB), (yctpoiictB™AB) AND (u3mepen*\AB) AND (compotus*\AB),
(GO1R031*\IC) AND (yctpoiictB™\AB) AND (u3mepen™AB) AND (compotus*\AB)

IV. Baze de date si colectii de literaturd nonbrevet cercetate

WAWW, TO0SIe.COm
www, wikipedia.org

V. Documente considerate a fi relevante

Categoria® | Date de identificare ale documentelor citate si, unde este Numarul revendicarii
cazul, indicarea pasajelor pertinente vizate

A, D Jlosumknit b.H., Mensanuenko U. Y. PagnoTexHnka, 1
DnexrpopaanonsMepenus, Jueprus, Mocksa, 1976, ¢.193-
194

A,D US 8263002 B1 2012.09.11 1

A, D Oleg Lupan, Guangyu Chai, Lee Chow. Novel hydrogen

gas sensor based on single ZnO nanorod, Microelectronic
Engineering, Volume 85, Issue 11, November 2008, Pages
2220-2225

A, D O. Lupan, V.V. Ursaki, G. Chai, L. Chow. Selective 1
hydrogen gas nanosensor using individual ZnO nanowire
with fast response at room temperature, Sensors and
Actuators B: Chemical, Volume 144, Issue 1, 29 January
2010, Pages 56-66

,D, C RU 2541723 C1 2015.02.20 1

A
A RU 19420 U1 2001.08.27
A SU 1597802 A1 1990.10.07 1




* categoriile speciale ale documentelor citate:

A — document care defineste stadiul anterior
general

T — document publicat dupa data depozitului sau
a prioritatii invocate, care nu apartine stadiului
pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a
pune in evidenta principiul sau teoria pe care se
bazeaza inventia

X — document de relevantd deosebitd: inventia
revendicatd nu poate fu considerata noud sau
implicand activitate inventivd cand
documentul este luat in consideratie de unul
singur

E - document anterior dar publicat la data depozit
national reglementar sau dupd aceasta data

Y — document de relevantd deosebitd: inventia
revendicata nu poate fu considerata ca
implicand activitate inventiva cand
documentul este asociat cu unul sau mai
multe documente de aceiasi categorie

D — document mentionat in descrierea cererii de
brevet

O - document referitor la o divulgare orala,
un act de folosire, la o expozitie sau la orice
alte mijloace de divulgare

C — document considerat ca cea mai apropiata
solutie

& — document, care face parte din aceeasi familie de
brevete

P - document publicat inainte de data de
depozit, dar dupd data prioritatii invocate

L — document citat cu alte scopuri

Data finalizarii documentirii 2016.02.24

Examinator GHITU Irina




	Page 1 - ABSTRACT/BIBLIOGRAPHY
	Page 2 - ABSTRACT/BIBLIOGRAPHY
	Page 3 - DESCRIPTION
	Page 4 - DESCRIPTION
	Page 5 - DRAWINGS
	Page 6 - DRAWINGS
	Page 7 - SEARCH_REPORT
	Page 8 - SEARCH_REPORT

